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【はじめに】我々は安価で大量普及可能なMg2Si- pn接合フォトダイオード（PD）の開発を

進めている [1-3]。最近メッシュ電極 Mg2Si PD の感度について検討を進めており、前回は、

メッシュ状電極Mg2Si PDに逆バイアスを印加することにより室温でも大幅な受光感度向上

ができることを報告した[4]。今回、同メッシュ状電極 Mg2Si PD の低温下における感度の逆

バイアス依存性を評価したところ、アバランシェ増幅によると見られる顕著な感度の増幅

が低温の逆バイアス下で見られたので報告する。 

【実験方法】裏面に Au/Al 電極を持つ n 型 Mg2Si 基板の表面に p 型不純物として Au/Ag 膜

を真空蒸着し、450℃、10分で Agを熱拡散させ pn接合を形成した。その後、希釈フッ硝酸

を用いたウェットエッチングによりメサ構造を形成させ、Au 除去後、リフトオフプロセス

によりAu/Niメッシュ状電極を形成し、Fig. 1に示すメッシュ状電極Mg2Si-PDを作製した。

作製した PDの分光感度特性を 77K～300Kの範囲で評価した。 

【実験結果と考察】Fig.2 は、-5V の逆バイアス印加

時の室温から 77Kにおける受光感度スペクトルであ

る。温度の低下と共に受光感度スペクトルの一様な

増加が見られた。更に図中に外部量子効率 η=100%の

値を破線で示しているが、240K 以下では η=100%を

大幅に超える感度が得られた。特に 77K での波長

1300nmでの感度は 3.4 A/W に達しており、低温での

逆バイアスの印加では、アバランシェ増幅が生じて

いると考えられる。増幅効果が生じる電圧は温度の

低下と共に低下する傾向がみられ、77Kでは 0.3V付

近以上で急激な感度の増加が見られた。 

 本 PD は熱拡散で深い p 型拡散層が形成されるた

め、接合が傾斜状になっている。この傾斜の状況に

よってアバランシェ増幅が生じやすい構造になって

いる可能性が考えられる。 
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Fig.2 Spectral photosensitivity of Mg2Si-PD 

under -5V biased condition at low temperatures 

Fig.1 Schematic drawing of Mg2Si-PD. 
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